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Beschreibung 

Feldef f ekttransistor 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Feldeffekt- 
transistor mit einer reduzierten kapazitiven Kopplung zwi- 
schen Drain und Substrat. 

Fur zahlreiche GroBsignalanwendungen werden LDMOS- 
Transistoren bzw. LDMOS-Feldef f ekttransistoren (LDMOS = 
lateral diffused metal oxide semiconductor = lateral diffun- 
dierter Metalloxidf eldef f ekttransistor ) verwendet, beispiels- 
weise fur Leistungsverstarker fiir Basisstationen, Handsets, 
Mobiltelefone etc. Die Ausgangskapazitat eines LDMOS- 
Feldef fekttransistors ist von der Drainspannung bzw. von der 
Spannung zwischen der Drain bzw. dem Drainbereich einerseits 
und dem oft mit einem Bezugspotential verbundenen Substrat 
andererseits abhangig. 

Fig. 3 ist eine schematische Darstellung eines vertikalen 
Schnitts durch einen herkommlichen LDMOS- 
Feldef f ekttransistor . Ein p-dotiertes Grundsubstrat 10 weist 
eine erste, untere Oberflache 12 und eine zweite, obere 
Oberflache 14 auf. An der unteren Oberflache 12 weist das 
Grundsubstrat 10 einen Ruckseitenkontakt in Form einer Me- 
tallbeschichtung 16 auf. Auf der oberen Oberflache 14 des 
Grundsubstrats 10 ist mittels eines epitaktischen Verfahrens, 
beispielsweise mittels CVD-Epitaxie (CVD = chemical vapor 
deposition = chemische Dampf phasenabscheidung) , eine p- 
dotierte Epitaxieschicht 20 erzeugt. Das Grundsubstrat 10 und 
die Epitaxieschicht 20 bilden zusammen ein Bauelementsubstrat 
30 mit einer Oberflache 32, die gleichzeitig eine von dem 
Grundsubstrat 10 abgewandte Oberflache der Epitaxieschicht 20 
ist . 

In bzw. auf der Epitaxieschicht 20 sind der Feldef f ekttran- 
sistor bzw. seine Halbleiterf unktionselemente angeordnet . Ein 
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Sourcebereich 40 wird durch einen n + -dotierten Bereich an 
bzw. direkt unter der Oberflache 32 gebildet. An einer von 
der Oberflache 32 abgewandten Seite des Sourcebereichs 40 
schliefit sich ein p-dotierter Enhance-Bereich 42 an. An eine 
von dem Sourcebereich 40 und der Oberflache 32 abgewandte 
Seite des Enhance-Bereichs 42 schlieiit sich ein p-dotierter 
Body-Bereich 44 an, der jedoch im Gegensatz zum Enhance- 
Bereich 42 mindestens in einer Richtung eine groBere Ausdeh- 
nung als der Sourcebereich 40 aufweist und damit auch seit- 
lich bzw. lateral an den Sourcebereich 40 und den Enhance- 
Bereich 42 sowie an die Oberflache 32 angrenzt. 

Lateral von dem Sourcebereich 40 beabstandet, jedoch lateral 
an den Body-Bereich 44 angrenzend, ist an der Oberflache 32 
ein Drainbereich angeordnet, der in diesem Ausf uhrungsbei- 
spiel aus drei Drainteilbereichen 50, 52, 54 mit unterschied- 
lich hoher Dotierungskonzentration gebildet ist. Ein erster 
Drainteilbereich 50, der den grofiten Abstand zum Sourcebe- 
reich 40 aufweist, ist n + -dotiert. In Richtung zum Sourcebe- 
reich 40 schliefit sich an den ersten Drainteilbereich 50 ein 
zweiter Drainteilbereich 52 an, dessen Dotierungskonzentrati- 
on niedriger als die des ersten Drainteilbereichs 50 ist. An 
den zweiten Drainteilbereich 52 schliefit sich ein dritter 
Drainteilbereich 54 an, der an den Body-Bereich 44 angrenzt 
und eine niedrigere Dotierungskonzentration aufweist als der 
zweite Drainteilbereich 52. Der zweite Drainteilbereich 52 
und der dritte Drainteilbereich 54 werden zusammen auch als 
Resurf-Bereich (Resurf = reduced surface field = reduziertes 
Oberf lachenf eld) bezeichnet . 

An eine vom Drainbereich 50, 52, 54 abgewandte Seite des 
Sourcebereichs 40 schlieftt sich ein p + -dotierter Bereich 60 
an der Oberflache 32 an. Zwischen dem p + -dotierten Bereich 60 
und dem Grundsubstrat 10 bzw. dessen oberer Oberflache 14 
erstreckt sich ein p-dotierter Sinker 62, der die elektrische 
Leitfahigkeit zwischen dem p + -dotierten Bereich 60 und dem 
Grundsubstrat 10 erhoht. 
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An einer von dem Sourcebereich 40, dem Enhance-Bereich 42 und 
dem Body-Bereich 4 4 abgewandten Seite des p + -dotierten Be- 
reichs 60 und des Sinkers 62 schliefien sich lateral weitere 
Strukturen 40', 42', 44' an, bei denen es sich beispielsweise 
um einen weiteren Sourcebereich, einen weiteren Enhance- 
Bereich und einen weiteren Body-Bereich oder aber um die in 
Form eines offenen oder geschlossenen Bogens oder Rahmens um 
den p + -dotierten Bereich 60 und den Sinker 62 lateral herum- 
gefuhrten Sourcebereich 40, Enhance-Bereich 42 und Body- 
Bereich 44 handelt. 



Auf der Epitaxieschicht 20 sind eingebettet in eine Die- 
lektrikumsschicht 66 elektrisch leitfahige Strukturen aus 
Metallen oder anderen elektrischen Leitern angeordnet. Eine 
Sourcemetallisierung 70 grenzt an den Sourcebereich 40 und 
den p + -dotierten Bereich 60 an und kontaktiert dieselben bzw. 
ist mit denselben elektrisch leitfahig verbunden. Durchgangs- 
lochleiter 72 verbinden die Sourcemetallisierung 70 elekt- 
risch leitfahig mit lateral iiberlappenden bzw. teilweise 
vertikal iiber der Sourcemetallisierung 70 angeordneten Ab- 
schirmleitern 74, die Bestandteil einer dariiberliegenden 
Metallisierungsebene sind. 

Eine Drainmetallisierung 80 grenzt an den am hochsten dotier- 
ten ersten Drainteilbereich 50 und ist mit diesem elektrisch 
leitfahig verbunden. 

Uber dem Abschnitt des Body-Bereichs 44, der an die Oberfla- 
che 32 angrenzt, ist ein Gate 90 aus einer dotierten Polysi- 
liziumschicht 92 und einer Silizidschicht 94 angeordnet. Das 
Gate 90 bzw. die Polysiliziumschicht 92 desselben ist von der 
Oberflache 32 bzw. von dem dem Gate 90 wesentlichen gegenu- 
berliegenden Body-Bereich 44 durch eine dunne Isolierschicht 
96 (Gateoxid) raumlich beabstandet und elektrisch isoliert. 
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Bei Anlegen einer positiven Spannung an das Gate 90 bildet 
sich in dem dem Gate 90 gegenuberliegenden Body-Bereich 4 4 
nahe der Oberflache 32 eine dunne leitfahige Schicht, der 
sogenannte Kanal, aus. Der Bereich, in dem sich der Kanal bei 
Anlegen der positiven Spannung ausbildet, wird im Folgenden 
als Kanalbereich 98 bezeichnet. 

Zwischen dem Drainbereich 50, 52, 54 einerseits und angren- 
zenden Bereichen der Epitaxieschicht 20 andererseits liegt 
ein pn-Ubergang vor. An diesem bildet sich eine Raumladungs- 
zone bzw. eine Verarmungszone aus, deren Dicke bzw. deren 
Ausdehnung senkrecht zu dem pn-Ubergang von der Hohe der 
anliegenden Drainspannung bzw. von der Potentialdif f erenz 
zwischen dem Drainbereich 50, 52, 54 einerseits und dem 
Substrat 10 andererseits abhangig ist. Der gesperrte pn- 
Ubergang zwischen dem Drainbereich 50, 52, 54 und dem Sub- 
strat 10 bildet gleichzeitig einen Kondensator, dessen Kapa- 
zitat von der Dicke der genannten Raumladungszone und damit 
von der Drainspannung abhangt. 

Wie oben bereits erwahnt, erschwert die von der Drainspannung 
abhangige Ausgangskapazitat bzw. Kapazitat zwischen dem 
Drainbereich 50, 52, 54 und dem Substrat 10 die Anpassung 
einer Schaltung, die mit dem Feldef f ekttransistor verbunden 
ist, an denselben. Bisher musste diese von der Drainspannung 
abhangige Ausgangskapazitat des Feldef fekttransistors hinge- 
nommen werden. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, einen 
Feldef f ekttransistor mit einer von der Drainspannung unabhan- 
gigen Kapazitat zwischen einem Drainbereich und einem Sub- 
strat zu schaffen. 

Diese Aufgabe wird durch einen Feldef f ekttransistor gemaft 
Anspruch 1 gelost. 
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Die vorliegende Erfindung schafft einen Feldef f ekttransistor 
mit einem Substrat mit einer Dotierung eines ersten Leitfa- 
higkeitstyps, einem Drainbereich in dem Substrat mit einer 
Dotierung eines zweiten, zu dem ersten Leitf ahigkeitstyp 
entgegengesetzten Leitf ahigkeitstyps, einem Sourcebereich in 
dem Substrat, der von dem Drainbereich lateral beabstandet 
ist und eine Dotierung des zweiten Leitf ahigkeitstyps auf- 
weist, und einem Kanalbereich in dem Substrat, der zwischen 
dem Sourcebereich und dem Drainbereich angeordnet ist. Mit 
dem Drainbereich ist ein Bereich mit einer Dotierung des 
zweiten Leitf ahigkeitstyps verbunden, der derart in einem an 
den Drainbereich angrenzenden Abschnitt des Substrats ange- 
ordnet ist, dass in dem Abschnitt alternierende Gebiete mit 
dem ersten Leitf ahigkeitstyp und mit dem zweiten Leitfahig- 
keitstyp angeordnet sind. 

Gemaft einer bevorzugten Ausgestaltung schafft die vorliegende 
Erfindung einen Halbleiterchip mit dem erf indungsgemaJien 
Feldef f ekttransistor. 

Die vorliegende Erfindung beruht auf der Idee, unterhalb des 
Drainbereichs einen Bereich zu schaffen, der aufgrund seiner 
raumlichen Struktur bereits bei niedrigen Drainspannungen 
eine vollstandige Verarmung innerhalb einer moglichst dicken, 
jedoch von der Drainspannung unabhangigen Schicht bewirkt, so 
dass bei hoheren Drainspannungen keine Oder keine wesentliche 
Veranderung der Dicke der Verarmungszone mehr auftritt. Dies 
wird beispielsweise dadurch erreicht, dass der Bereich eine 
Oder mehrere Saulen oder Lamellen aufweist bzw. die Form 
einer oder mehrerer Saulen oder Lamellen mit einer Dotierung 
aufweist, deren Ladungstragertyp gleich dem des Drainbereichs 
und zu dem des Substrats entgegengeset zt ist. Die Dicke der 
Saulen bzw. Lamellen und die Abmessungen der zwischen diesen 
verbleibenden Bereiche des entgegengeset zt dotierten Sub- 
strats sind so (klein) gewahlt, dass bereits bei einer mog- 
lichst niedrigen Drainspannung Raumladungszonen erzeugt 
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werden, welche die Saulen bzw. Lamellen und die Zwischenraume 
zwischen denselben vollstandig erfullen. 

Ein wesentlicher Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht 
darin, dass ab einer vorbestimmten minimalen Drainspannung, 
bei der die Raumladungszonen, wie erwahnt, sowohl die Saulen 
Oder Lamellen des Bereichs als auch das Substratmaterial in 
deren Umgebung vollstandig erfullen, die raumliche Ausdehnung 
und insbesondere die Dicke dieser Verarmungszone im wesentli- 
chen nur noch von der Geometrie dieser Saulen oder Lamellen 
und nicht mehr von der Drainspannung abhangt . Die Kapazitat 
zwischen dem Drainbereich und dem Substrat ist dann von der 
Drainspannung weitgehend unabhangig. Dies ermoglicht eine 
einfache, unaufwendige und effiziente Hochf requenzanpassung 
einer Schaltung, in der der erf indungsgemafie Feldef f ekttran- 
sistor verwendet wird, an den Feldef fekttransistor . 

Bevorzugte Weiterbildungen der vorliegenden Erfindung sind in 
den Unteranspruchen definiert. 

Nachfolgend werden bevorzugte Ausf uhrungsbeispiele der vor- 
liegenden Erfindung mit Bezug auf die beiliegenden Figuren 
naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 ein schematische Schnittdarstellung eines Feldef- 
fekttransistors gemaft einem ersten Ausf uhrungsbei- 
spiel der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 2 eine schematische Schnittdarstellung eines Feldef - 
f ekttransistors gemaft einem zweiten Ausf uhrungsbei- 
spiels der vorliegenden Erfindung; und 

Fig. 3 eine schematische Schnittdarstellung eines herkomm- 
lichen Feldef f ekttransistors . 

Fig. 1 ist eine schematische Darstellung eines vertikalen 
Schnitts durch einen Feldef fekttransistor gemafi einem ersten 
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bevorzugten Ausf uhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. 
Dieser Feldef f ekttransistor unterscheidet sich von dem oben 
anhand der Fig. 3 beschriebenen herkommlichen Feldef f ekttran- 
sistor dadurch, dass unter dem Drainbereich 50, 52, 54 und 
insbesondere unter den beiden hoherdotierten Drainteilberei- 
chen 50, 52 ein Bereich aus einer Mehrzahl von Saulen 102 
angeordnet ist, der wie der Drainbereich 50, 52, 54 n-dotiert 
ist. Die n-dotierten Saulen 102 sind senkrecht zu der Ober- 
flache 32 der Epitaxieschicht 20 angeordnet und grenzen 
unmittelbar an den Drainbereich 50, 52, 54 an, so dass sie 
mit demselben elektrisch leitfahig verbunden sind. Die Saulen 
102 haben einen moglichst kleinen Durchmesser und einen 
moglichst kleinen gegenseitigen bzw. lateralen Abstand bzw. 
moglichst schmale Zwischenraume 104. Dadurch wird bewirkt, 
dass beim Anlegen einer Drainspannung und damit beim Anlegen 
einer Spannung zwischen den n-dotierten Saulen 102 und dem 
sie umgebenden p-dotierten Material der Epitaxieschicht 20 in 
Sperrichtung die von den Grenzflachen zwischen den Saulen 102 
und dem umgebenden Material an der Epitaxieschicht ausgehen- 
den Raumladungszonen moglichst schnell bzw. bei einer mog- 
lichst geringen Drainspannung die Saulen 102 und die Zwi- 
schenraume 104 zwischen den Saulen 102 vollstandig ausf ullen. 

Die Lange der Saulen 102 ist vorzugsweise so gewahlt, dass 
sie einen geringen vertikalen Abstand von der oberen Oberfla- 
che 14 des Grundsubstrats 10 aufweisen, der naherungsweise 
die gleiche Grofie hat wie der Abstand zwischen den Saulen 102 
und der Durchmesser der Saulen 102. Beim Anlegen der oben 
beschriebenen minimalen Drainspannung wird damit die Epita- 
xieschicht 20 unter den am hochsten dotierten Drainteilberei- 
chen 50, 52 vollstandig verarmt. Wenn die Drainspannung 
ausgehend von der minimalen Drainspannung weiter erhoht wird, 
wachst die Verarmungszone nur noch minimal in vertikaler 
Richtung. Das von der Drainspannung abhangige Wachstum der 
Verarmungszone wird ferner stark eingeschrankt , wenn das 
Grundsubstrat 10 eine hohe Dotierungskonzentration oder 
zumindest eine wesentlich hohere Dotierungskonzentration als 
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die Epitaxieschicht 20 aufweist. Bei dem in Fig. 1 darge- 
stellten Ausfuhrungsbeispiel des erf indungsgemaften Feldef- 
fekttransistors ist die Kapazitat zwischen dem Drainbereich 
50, 52, 54 und dem Substrat 10 somit naherungsweise die 
Kapazitat eines entsprechenden Kondensators mit einem Plat- 
tenabstand, der weitestgehend unabhangig von der Drainspan- 
nung konstant ist und der Dicke der Epitaxieschicht 20 abziig- 
lich der Dicke bzw. der vertikalen Abmessung des Drainbe- 
reichs 50, 52, 54 entspricht. Die Kapazitat zwischen dem 
Drainbereich 50, 52, 54 und dem Substrat 10 ist somit klein 
und naherungsweise konstant. 

Die vorliegende Erfindung bewirkt somit eine Nivellierung der 
Ausgangskapazitat im Bereich der Sperrschicht und insbesonde- 
re im Bereich der Sperrschicht, die sich zwischen Drain und 
Substrat ausbildet . 

Gemaft einer Variante des ersten Ausf uhrungsbeispiels der 
vorliegenden Erfindung sind anstelle der Saulen 102 Lamellen 
bzw. Platten unterhalb des Drainbereichs 50, 52, 54 angeord- 
net, die an denselben angrenzen und sich in vertikaler Rich- 
tung naherungsweise bis zu der oberen Oberflache 14 des 
Grundsubstrats 10 erstrecken. Die Fig. 1 kann auch so inter- 
pretiert werden, dass die sichtbaren Strukturen 102 Quer- 
schnittsf lachen dieser Lamellen bzw. Platten sind. Anstelle 
mehrerer Lamellen oder Platten ist alternativ nur eine Lamel- 
le vorgesehen sein, die lateral die Form einer Spirale auf- 
weist . 

Fig. 2 ist eine schematische Darstellung eines vertikalen 
Schnitts durch einen Feldef f ekttransistor gemaft einem zweiten 
Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Das zweite 
Ausfuhrungsbeispiel unterscheidet sich von dem anhand der 
Fig. 1 dargestellten ersten Ausfuhrungsbeispiel dadurch, dass 
anstelle der vertikalen Saulen oder Lamellen bzw. Platten 102 
horizontale bzw. parallel zu der Oberflache 32 der Epitaxie- 
schicht 20 angeordnete n-dotierte Saulen bzw. Stabe oder 
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Platten bzw. Lamellen 106 vorgesehen sind, die uber einen 
weiteren n-dotierten, jedoch vertikal ausgerichteten, stab-, 
saulen-, platten- oder lamellenf ormigen Verbindungsbereich 
108 mit dem Drainbereich 50, 52, 54 geometrisch und elekt- 
risch leitfahig verbunden sind. Die Stabe oder Platten 106 
des zweiten Ausf iihrungsbeispiels sowie Zwischenraume 110 
zwischen denselben sind vorzugsweise ahnlich oder gleich 
dimensioniert wie die Saulen oder Lamellen 102 des ersten 
Ausfuhrungsbeispiels und weisen dieselbe Funktion auf. 

Den Ausfuhrungsbeispielen aus den Fig. 1 und 2 ist gemein, 
dass der aus den Saulen, Staben, Lamellen oder Platten gebil 
dete Bereich 102, 106, 108 zumindest entlang einer Schnitt- 
ebene einen kammf ormigen Querschnitt aufweist. Bei der verti 
kalen Ausrichtung der Saulen oder Lamellen 102, wie sie das 
anhand das Fig. 1 dargestellte erste Ausf uhrungsbeispiel 
aufweist, ist vorzugsweise eine Mehrzahl oder eine Vielzahl 
von Saulen oder Lamellen 102 oder aber eine einzige lateral 
spiralformige Lamelle 102 vorgesehen, damit die erzeugte 
Verarmungszone eine moglichst grofie laterale Ausdehnung 
aufweist, die vorzugsweise naherungsweise der lateralen 
Ausdehnung zumindest der hoherdotierten Drainteilbereiche 50 
52 entspricht. Im Falle der horizontal ausgerichteten Struk- 
turen des anhand der Fig. 2 dargestellten zweiten Ausfuh- 
rungsbeispiels ist eine Platte 106 mit entsprechender latera 
ler Ausdehnung ausreichend, urn die oben beschriebenen Vortei 
le der vorliegenden Erfindung zu realisieren. Eine Mehrzahl 
paralleler Platten 106 ist jedoch vorteilhaft, da sie eine 
entsprechend dickere Verarmungszone bewirkt. Eine einzelne 
horizontale bzw. zu der Oberflache 32 parallele Platte 106 
weist keinen kammf ormigen Querschnitt auf. Beiden beschriebe- 
nen Ausfuhrungsbeispielen und ihren Varianten ist jedoch 
gemein, dass sie eine alternierende Anordnung von Gebieten 
bzw. alternierende Gebiete mit entgegengeset zten Leitfahig- 
keitstypen erzeugen. 
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Ein Feldef fekttransistor gemafc der vorliegenden Erfindung 
wird vorzugsweise durch ein Verfahren hergestellt, dessen 
Verfahrensschritte teilweise einem herkommlichen Herstel- 
lungsverfahren entsprechen. Insbesondere wird zunachst ein 
Grundsubstrat, beispielsweise ein monokristallines Silizium- 
substrat erzeugt, indem beispielsweise eine entsprechende 
Scheibe aus einem gezogenen Siliziumeinkristall geschnitten 
und ihre Oberflachen poliert werden. Auf die obere Oberflache 
14 des Grundsubstrats 10 wird die Epitaxieschicht 20 aufge- 
wachsen. Die vertikal ausgerichteten Saulen oder Lamellen 102 
des ersten Ausfuhrungsbeispiels werden vorzugsweise erzeugt, 
indem in die f ertiggestellte Epitaxieschicht 20 Ldcher bzw. 
Graben geatzt werden, die mit Silizium aufgefullt werden, 
dessen Dotierung einen Leitf ahigkeitstyp aufweist, der zum 
Leitfahigkeitstyp des Substrats 10 und insbesondere der 
Epitaxieschicht 20 entgegengesetzt ist. Alternativ wird 
zunachst nur eine Teilschicht der Epitaxieschicht 20 erzeugt, 
die den Bereich der zukunftigen Saulen bzw. Lamellen 102 
umfasst. Nach dem Erzeugen der Saulen oder Lamellen 102 wird 
eine weitere Teilschicht der Epitaxieschicht 20 aufgebracht, 
in der spater der Drainbereich 50, 52, 54 angeordnet sein 
wird. 



Alternativ werden die Saulen oder Lamellen 102 nach dem 
Erzeugen der Epitaxieschicht 20 durch Implantation von Do- 
tieratomen durch eine entsprechende Maske hindurch erzeugt. 

Alternativ wird die Epitaxieschicht 20 in mehreren Teil- 
schichten erzeugt, in denen jeweils Teilstiicke der Saulen 
bzw. Lamellen 102 durch Implantation erzeugt werden, wobei 
diese Teilstucke lateral ausgerichtet sind und zusammen die 
Saulen bzw. Lamellen 102 bilden. 

Horizontale Strukturen, wie sie in dem anhand der Fig. 2 
dargestellten zweiten Ausf uhrungsbeispiel vorliegen, werden 
vorzugsweise erzeugt, indem die Epitaxieschicht 20 in mehre- 
ren Teilschichten aufgebracht wird, wobei die horizontalen 
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Stabe bzw. Balken oder Platten 106 durch Implantation von 
Dotieratomen oder durch Atzen entsprechender Graben oder 
Ausnehmungen und Auffullen derselben mit dotiertem Silizium 
erzeugt werden. 

Die Erzeugung des Drainbereichs 50, 52, 54, des Sourcebe- 
reichs 40, des Enhance-Bereichs 42, des Body-Bereichs 44, des 
p + -dotierten Bereichs 60 und des Sinkers 62 erfolgen vorzugs- 
weise ebenso wie die Erzeugung der Leiterstrukturen 70, 72, 
74, 80 und des Gates 90 ahnlich wie bei herkommlichen Feldef- 
f ekt transistor en . 

Die vorliegende Erfindung wurde fur einen LDMOS- 
Feldef fekttransistor mit n-dotierten Source- und Drainberei- 
chen 40, 50, 52, 54 und einem p-dotierten Body-Bereich 44 in 
einer p-dotierten Epitaxieschicht 20 auf einem p-dotierten 
Grundsubstrat 10 beschrieben. Die vorliegende Erfindung ist 
jedoch fur alle Arten von Feldef f ekttransistoren, insbesonde- 
re laterale Feldef f ekttransistoren in alien Arten von Halb- 
leitersubstraten mit und ohne Epitaxieschicht realisierbar . 
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Patentanspriiche 

1. Feldef fekttransistor mit : 

einem Substrat (30) mit einer Dotierung eines ersten Leitfa- 
higkeitstyps; 

einem Drainbereich (50, 52, 54) in dem Substrat (30) mit 
einer Dotierung eines zweiten, zu dem ersten Leitf ahigkeits- 
typ entgegengesetzten Leitfahigkeitstyps; 

einem Sourcebereich (40) in dem Substrat (30), der von dem 
Drainbereich (50, 52, 54) lateral beabstandet ist, mit einer 
Dotierung des zweiten Leitfahigkeitstyps; 

einem Kanalbereich (98) in dem Substrat (30), der zwischen 
dem Sourcebereich (40) und dem Drainbereich (50, 52, 54) 
angeordnet ist; und 

einem Bereich (102, 106) mit einer Dotierung des zweiten 
Leitfahigkeitstyps, der mit dem Drainbereich (50, 52, 54) 
verbunden und derart in einem an den Drainbereich (50, 52, 
54) angrenzenden Abschnitt des Substrats (30) angeordnet ist, 
dass in dem Abschnitt alternierende Gebiete mit dem ersten 
Leitfahigkeitstyp und mit dem zweiten Leitf ahigkeitstyp 
angeordnet sind. 

2. Feldef fekttransistor gemaft Anspruch 1, bei dem der 
Bereich (102, 106) so ausgebildet ist, dass bei Anliegen 
einer vorbestimmten Drainspannung der an den Drainbereich 
(50, 52, 54) angrenzende Abschnitt des Substrats (30) voll- 
standig verarmt. 



3. Feldef fekttransistor gemafl Anspruch 1 oder 2, bei dem 
der Bereich (102, 106) einen kammformigen Querschnitt auf- 
weist . 
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4. Feldef f ekttransistor gemaft einem der Anspruche 1 bis 3, 
bei dem das Substrat (30) eine Oberflache (32) aufweist, an 
der der Sourcebereich (40), der Kanalbereich (98) und der 
Drainbereich (50, 52, 54) angeordnet sind, und bei dem der 
Bereich eine oder eine Mehrzahl von Lamellen oder Saulen 
(102, 104) aufweist, die parallel oder senkrecht zu der 
Oberflache (32) des Substrats (30) angeordnet sind. 

5. Feldef f ekttransistor gemali einem der Anspruche 1 bis 4, 
bei dem das Substrat (30) eine Oberflache (32) aufweist, an 
der der Sourcebereich (40), der Kanalbereich (98) und der 
Drainbereich (50, 52, 54) angeordnet sind, und bei dem der 
Abschnitt des Substrats (30), in dem der Bereich (102, 106) 
angeordnet ist, an einer von der Oberflache (32) des Sub- 
strats (30) abgewandten Seite des Drainbereichs (50, 52, 54) 
angeordnet ist. 

6. Feldeffekttransistor gemaJi einem der Anspruche 1 bis 5, 
bei dem das Substrat (30) ein Grundsubstrat (10) mit einer 
Oberflache (14) und eine auf die Oberflache (14) des Grund- 
substrats (10) epitaktisch auf gewachsene Epitaxieschicht (20) 
aufweist, wobei der Sourcebereich (40), der Drainbereich (50, 
52, 54) und der Kanalbereich (98) in der Epitaxieschicht (20) 
angeordnet sind, und wobei der Abschnitt, in dem der Bereich 
(102, 106) angeordnet ist, von dem Drainbereich (50, 52, 54) 
bis zu der Oberflache (14) des Grundsubstrats (10) reicht. 

7. Feldeffekttransistor gemafi einem der Anspruche 1 bis 6, 
bei dem der Drainbereich einen niedrig dotierten Drainteilbe- 
reich (52, 54) mit einem oder mehreren Drainabschnitten 
umfasst, in dem bzw. in denen eine Dotierungskonzentration in 
Richtung zu dem Kanalbereich (98) kontinuierlich oder stufen- 
weise abnimmt. 

8. Feldeffekttransistor gemafi Anspruch 7, bei dem eine 
laterale Ausdehnung des Bereichs (102, 106) mindestens so 
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groJi ist wie eine laterale Ausdehnung eines am hochsten 
dotierten Abschnitts (50) des Drainbereichs . 

9. Feldef f ekttransistor gemaft einem der Anspruche 1 bis 8, 
wobei der Feldef f ekttransistor ein LDMOS-Feldeff ekttransistor 
mit einem durch laterale Diffusion erzeugten Sourcebereich 
(40) ist. 

10. Feldef f ekttransistor gemaft einem der Anspruche 1 bis 9, 
bei dem der Bereich (102, 106) durch sukzessive Epitaxie und 
Implantation erzeugt ist. 

11. Halbleiterchip mit einem Feldef f ekttransistor gemaft 
einem der Anspruche 1 bis 10. 
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Zusammenf assung 
Feldeffekt trans is tor 

Ein Feldeffekttransistor umfasst ein Substrat (30) mit einer 
Dotierung eines ersten Leitfahigkeitstyps, einen Drainbereich 
(50, 52, 54) in dem Substrat (30) mit einer Dotierung eines 
zweiten, zu dem ersten Leitf ahigkeitstyp entgegengeset zten 
Leitfahigkeitstyps, einen Sourcebereich (40) in dem Substrat 
(30), der von dem Drainbereich (50, 52, 54) lateral beabstan- 
det ist, mit einer Dotierung des zweiten Leitfahigkeitstyps 
und einem Kanalbereich (98) in dem Substrat (30), der zwi- 
schen dem Sourcebereich (40) und dem Drainbereich (50, 52, 
54) angeordnet ist. In einem an den Drainbereich (50, 52, 54) 
angrenzenden Abschnitt des Substrats (30) ist ein Bereich 
(102, 104) mit einer Dotierung des zweiten Leitfahigkeits- 
typs, der mit dem Drainbereich (50, 52, 54) verbunden ist, 
derart angeordnet, dass in dem Abschnitt alternierende Gebie- 
te mit dem ersten Leitf ahigkeitstyp und mit dem zweiten 
Leitf ahigkeitstyp angeordnet sind. 



Figur 1 
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Bezugszeichenliste 



10 


Grundsubstrat 


12 


untere Oberflache 


14 


obere Oberflache 


16 


Metal lbeschichtung 


20 


Epitaxieschicht 


30 


Subst rat 


32 


Oberflache der Epitaxieschicht 


40 


Sourcebereich 


42 


Enhance-Bereich 


44 


Body-Bereich 


50 


erster Drainteilbereich 


52 


zweiter Drainteilbereich 


54 


dritter Drainteilbereich 


60 


p + -dotierter Bereich 


62 


Sinker 


66 


Dielektrikumsschicht 


70 


Sourcemetallisierung 


72 


Durchgangs loch le iter 


74 


Abschirmleiter 


80 


Drainmetallisierung 


90 


Gate 


92 


Polysiliziumschicht 


94 


Silizidschicht 


96 


Isolierschicht 


98 


Kanalbereich 


102 


Saule 


104 


Zwischenraum 


106 


Platte 


108 


Verbindungsbereich 



110 Zwischenraum 



